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ABSTRACT

This article discusses the structure of the saddlr Especially back side of silicon solar
cells is examined. The experimental section thealyaes backside solar cell using
electroluminescence method.

1. UVOD

Fotovoltaiku Ize chapat jako technologii s neomgpemistovym potencidlem &asow
neomezenou moznosti vyroby elektrické energie. digjese vSak pouze o zajimavou
technologii, ale také o vysg (hi-tech) péimyslové odv¥tvi, které ve s#té zaziva
neobvykly rozvoj a pozitivéh ovliviiuje nejen obchodni aktivity, ale raptakeé
zanestnanost nebo kvalifikaci édeckych pracovnik Tuto skuténost pochopily jiz
mnohé vysplé zent swta etrg zemi Evropské unie, snazi se fotovoltaiku podpatrav

v delSim ¢asovém horizontu ji fisuzuji nezastupitelné misto v energetickém ,mixu”.
Tento aspekt nabyva na vyznamu zejména vzhlederistajici energetické zavislosti
mnohych zemi. Dale zejména ekologickymi a bémpstnimi otazkami klasickych
zpasohi vyroby energie a dalSim negativnim asfigkisokasné i budouci energetiky. V
tomto kontextu Ize tedy fotovoltaiku po odsttan rekterych pekazek, zejména
ekonomickych, vnimat jako jedno z dostupnyidseni, jako univerzainpouzitelny
energeticky zdroj, jako technologii, ktera jde rukuuce s trvale udrzitelnym rozvojem a
dnes tolik probiranou ekologii.

2. PRAKTICKA CAST
2.1.MOZNOSTI ZADNICH STRAN SOLARNICH CLANK U (SC)
V dnesni dob do vyvoje a vyzkumu solarniaténku jdou nemalé investice. Cilem tohoto

piremeny slun€ni energie na energii elektrickou. Jeden z problémzké &innosti
solarnich ¢lanki je zastigni predni strany kontaktni #izkou solarnich¢lanki. Na
obrazcich 1 - 4 je mozné sledovat grafické znagorivyvoje . Snaha fi tomto
vyzkumu je pesunout ob kontaktni nilizky na zadni stranu solarniétanka.

Na obr. 1 je zndzodma struktura konvemiho monokrystalickéhorkmikového solarniho
¢lanku. Kremik je hlavni stavebni prvekCSZakladni materialiemiku (base) je typu P a



dotovana vrstva (emitor) je typu N. Na emitoru jaiséna kovova nizka S (predni
plocha). Slouzi k propojeni s&CSZadni plocha byvéasto kompleté pokovena tenkou
vrstvou.

Na obr. 2 je mozno vid strukturu MWT. Jedna se o koncept, kde emitanrjdastn na
piedni plochu. Déale je mozno sledovédéyedenicasti gedniho kontaktu na zadni stranu
SC, coz je zajidtno pomoci otval skrze destku. Tim se odkryje i@dni plocha a silny
budvar se fesune na zadni stranG' S
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Obr. 3: Schématické zndzem EWT

Solérm'chcvlénkﬁ[:%] Obr. 4: Schématické zndzem BJ

solarnichclanki[3]
U konceptu EWTlanku je stale zachovana vrstva emitoru tedpi séné SC, ovsem jiz
bez jakéhokoli pokoveni (stini). VSechny kontakty jsou umésty na zadni ploSe(S Na
obr. 3 je znazomrmno, jakym zfisobem je fipojen kontakt na emitor aigsun na zadni
stranu pomoci jamek v substratu obalenych vrstwvoitioeu.

Poslednim konceptem je BJ, kde se jiz emitor neddch blizkosti pedni plochy, ale je
presunut spolu s kontakty na zadni plochu (obr. 4).

2.2. ANALYZA ZADNICH STRAN SC

Za pomoci metody elektroluminiscence bylo analynovénzloZeni struktur®& Tento &
je zapojen v propustném $rm pro zadni stranuCS (z&wrny smér pro gredni stranu).
Diky tomuto je mozno pozorovat rozlozeni proudouétbty v & ze zadni strany a tak
zjistit vady . Poskozeny & je nagiklad diky pirazu PN pechodu. Ten je znazafm
tmavym mistem na snimku a dasast & je nefunkni. Oproti tomu mista, kde je
proudova hustota vysoka €l4). Mista s vySSi proudovou hustotou mohou byisppeny
nagiklad niz&im odporem@&nez v okoli &chto mist.

Nasledujici obr. 5 — 10 byli snimany metodou eldkiminiscence, filtr nastaven na Clar a
uzavrka na 200 s. V naésledujici matici, sloZzenou zenkdi jednoho ¢lanku, Ize
pozorovat vyvoj proudové hustoty v zavislosti nguleci nagti a proudu. Také zde
muzeme porovnat srovnani, jak se defekty a rozlopeaudové hustoty projevuji na
piedni a zadni str&nsolarniho¢lanku @i stejném nastaveni. V prvnim sloupci je vzdy



¢lanek ot@en redni stranou k CCD karfea ve druhém sloupci je @égn zadni stranou
k CCD kamee.
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Obr.5: C1.28 front Obr.6: C1.28 front Obr.7: C1.28 front
(U=0,8 V: 1=1,09 A) (U=0,9 V: 1=1,55 A) (U=1,2 V: 1=2,53 A)
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Obr.8: C1.28 back Obr.9: C1.28 back Obr.10:Cl.28 back
(U=0,8 V; 1=1,09 A) (U=0,9 V; I=1,55 A) (U=1.2 V: 1=2,53 A)
3. ZAVER

Na snimcich je mozno pozorovat virovy defekt, ktdyyva nefasgji zpusoben
nehomogenitou substratu (chybaitiyyrob¢). U predni a zadni strany jsou ¥ichaprosto
shodné defekty. Déle sittheme povSimnout, Ze zadni strana se jevi jako koograstni

k odhaleni nestability proudové hustoty oprdtgni. Teoreticky by # mit SC stejnou
proudovou hustotu po celé ploSe. Dale na zadnistee odhalit i menSi nehomogenitu
proudové hustoty (obr.9), ktera #epni strany neni té& znatelnd. To se potvrdilofip
zvySeni vstupniho n&fi (obr.10). Kdezto naipdni stras pii shodném nastaveni vSe
splyvalo do jedné svitici plochy. Problematikourdatl stran by tudiz mohla do budoucna
odhalit, kde se nachazi giky slabych mist vS a snazit se je eliminovat. Potazmo
vyuzit ke zdokonaleni vyrobniho postupu a technielogato problematiku bude
podrobrji rozebirat moje diplomova préace.
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